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本論文中で使用する記号の一覧 

A テザー断面積, m2, (=πr2
tether) 

B 磁場の強さ, T 
Cext 外部容量, F 

Cv 比熱容量, J/(K•kg) 
jtether 単位面積あたりの電流密度, A/m2 

itether 単位長さあたりの電流密度, A/m 

d ドリフト距離, m 
e  素電荷 = 1.60x10-19 C 

E 電界, V/m 
Itether テザー電流, A 

k 熱伝導率, W/(m•K) 

L テザー長, m 
me  電子の質量 = 9.11x10-31 kg 

mi 二次イオンの質量, kg 
N0 初期注入電子数 

N 極板の収集電子数 

ne 電子密度, m-3 

ni イオン密度, m-3 

nsc 閾値中性ガス密度, m-3 

nXe Xe中性ガス密度, m-3 

Qi 電子衝突による熱流入, W 
Qr 放射による熱流出, W 

Qx 熱伝導による熱流入, W 

Qx+dx 熱伝導による熱流出, W 
rs シース半径, m 

rtether テザー半径, m 
Te 電子温度, eV 

Ttether テザーの温度, K 
t 時間, sec 

VEMF 誘導起電力, V 

W エネルギー, J 
v 軌道速度, m/s 

ve 電子の熱速度, m/s 
α 電離係数 

ε 放射率 

ε0 真空の誘電率 = 8.85x10-12 F/m 
∆t タイムステップ, sec 

∆VEMF 単位長さあたりの誘導起電力, V/m 
κ ボルツマン定数 = 1.38x10-23 kg•m2•K-1•s-2 
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λD デバイ長, m 
φtether テザー電位, V 

φ 空間電位, V 

ρ 質量密度, kg/m3 

σ ステファンボルツマン係数 = 5.67x10-8 W/(m2K4)  

σXe Xeの衝突断面積, m-2 
σi 電離断面積, m-2 

τ 衝突周期, sec 
 


